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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光部と周辺回路部とが主面に形成された基板と、
　前記基板の前記主面上に積層された、前記受光部及び前記周辺回路部と電気的に接続さ
れる複数の金属層と該金属層間を絶縁する絶縁層とを有するとともに、前記主面を平面視
した際、少なくとも前記受光部及び前記周辺回路部を覆う大きさであって前記基板よりも
外形が小さく形成された多層配線層と、
　前記多層配線層上に位置する、該多層配線層よりも外形が大きく形成されているととも
に、前記基板の外形と同じ大きさまたは前記基板の外形よりも小さく形成された透光性カ
バーと、
　前記透光性カバーにおける前記多層配線層に対向する面の周部から前記基板側に枠状を
有して延出され、延出端が前記基板の前記主面における前記多層配線層の非形成領域に水
密に当接することにより、前記多層配線層の外周側面を保護する無機材料から構成された
側面封止部材と、
　を具備することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記透光性カバーは、前記多層配線層上の少なくとも一部に塗布された接着剤を介して
前記多層配線層上に貼着されているか、前記多層配線層上から離間して位置しているかの
いずれかであることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記透光性カバーは、前記無機材料から構成されており、
　前記側面封止部材は、前記透光性カバーと一体的に形成されていることを特徴とする請
求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記透光性カバーは、前記多層配線層から離間して位置しており、
　前記多層配線層と前記透光性カバーとの間に、間隙が形成されていることを特徴とする
請求項２または３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記接着剤が前記多層配線層上において、前記受光部との非重畳領域に塗布されている
ことによって前記透光性カバーが前記多層配線層上に貼着されており、
　前記多層配線層における前記受光部と重畳する領域と前記透光性カバーとの間に、間隙
が形成されていることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記絶縁層は、Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜から構成されていることを特徴とする請求項１～５の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の撮像装置を備える内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に複数の金属層と該金属層間を絶縁する絶縁層とを有する多層配線層
が積層され、該多層配線層上に透光性カバーが位置する撮像装置、該撮像装置を備える内
視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子が設けられた撮像装置を具備する電子内視鏡や、
カメラ付き携帯電話、デジタルカメラ等が周知である。
【０００３】
　また、近年、撮像装置においては、ウエハレベルチップサイズパッケージ（以下、ＷＬ
－ＣＳＰと称す）タイプのものが周知である。
【０００４】
　ＷＬ－ＣＳＰにおいては、基板の受光部及び周辺回路部上に複数の金属層と該金属層間
を絶縁する絶縁層とを有する多層配線層を有する撮像素子が複数形成されたイメージセン
サウエハの多層配線層上に透光性カバーガラスウエハをウエハレベルで貼り合せ、撮像素
子毎にイメージセンサウエハを貫通する貫通配線をそれぞれ形成し、各貫通配線における
イメージセンサウエハの透光性カバーガラスウエハが貼着される面とは反対の面に引き出
された部位に他の装置との接続電極を撮像素子毎に形成した後、ダイシング等によって撮
像素子毎にそれぞれのチップに分離することによって、複数の撮像装置のパッケージング
を完成させる技術が知られている。
【０００５】
　このようなＷＬ－ＣＳＰによる撮像装置の構成及び製造方法は、例えば特許文献１に開
示されている。
【０００６】
　従来より、配線層となる複数の金属層に、配線の微細化や信号の高速化を図るため、従
来から用いられているＡｌではなく、Ｃｕを用いることにより配線の抵抗を減らす構成が
周知である。
【０００７】
　また、近年、さらなる微細化・狭ピッチ化の進展にともない、複数の金属層間に生じる
寄生容量による配線遅延を防ぐため、絶縁層に従来から用いられている酸化シリコン系の
膜、具体的には、Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌ　ｏｒｔｈｏｓｉｌｉｃａｔｅ（ＴＥＯＳ）－Ｃ
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ＶＤ膜や、Ｓｐｉｎ－Ｏｎ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃｓ（ＳＯＤ）膜等に代えて、より比誘
電率の低い低誘電率絶縁膜、所謂「Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜」と称される膜の採用が進んでいる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－２１９４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に開示された撮像装置の構成においては、絶縁層の外周側面
が露出された構成を有しているため、絶縁層を介して撮像装置内に水分が浸入し、金属層
が腐食しやすくなってしまうといった問題があった。
【００１０】
　尚、以上の問題は、絶縁層にＬｏｗ－ｋ絶縁膜を用いる場合において、特に顕著である
。Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜は、絶縁膜同士の密着性および金属層との密着性が低い材料であった
り、多孔質材料であったり空隙部を有する構造であったりするため、絶縁膜を介して水分
が浸入しやすく、水分が浸入してしまうと、金属層が腐食しやすくなってしまうばかりか
、Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜の誘電率が変化してしまったり、Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜が剥離してしまう
等の問題が生じやすくなってしまうおそれがあった。
【００１１】
　さらに、Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜は、機械的強度が弱いことから、Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜が露出さ
れていると、製造・実装工程におけるハンドリングを慎重に行わなければならず、取扱い
が煩雑になってしまうといった問題もあった。
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、絶縁層の外周側面を保護することに
より、絶縁層の損傷を防ぐとともに絶縁層を介した水分の浸入を防止することで耐湿性を
向上させることによって、信頼性の高い撮像装置、該撮像装置を具備する内視鏡を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
 上記目的を達成するため本発明の一態様における撮像装置は、受光部と周辺回路部とが
主面に形成された基板と、前記基板の前記主面上に積層された、前記受光部及び周辺回路
部と電気的に接続される複数の金属層と該金属層間を絶縁する絶縁層とを有するとともに
、前記主面を平面視した際、少なくとも前記受光部及び前記周辺回路部を覆う大きさであ
って前記基板よりも外形が小さく形成された多層配線層と、前記多層配線層上に位置する
、該多層配線層よりも外形が大きく形成されているとともに、前記基板の外形と同じ大き
さまたは前記基板の外形よりも小さく形成された透光性カバーと、前記透光性カバーにお
ける前記多層配線層に対向する面の周部から前記基板側に枠状を有して延出され、延出端
が前記基板の前記主面における前記多層配線層の非形成領域に水密に当接することにより
、前記多層配線層の外周側面を保護する無機材料から構成された側面封止部材と、を具備
する。
【００１４】
　また、本発明の一態様における内視鏡は、受光部と周辺回路部とが主面に形成された基
板と、前記基板の前記主面上に積層された、前記受光部及び周辺回路部と電気的に接続さ
れる複数の金属層と該金属層間を絶縁する絶縁層とを有するとともに、前記主面を平面視
した際、少なくとも前記受光部及び前記周辺回路部を覆う大きさであって前記基板よりも
外形が小さく形成された多層配線層と、前記多層配線層上に位置する、該多層配線層より
も外形が大きく形成されているとともに、前記基板の外形と同じ大きさまたは前記基板の
外形よりも小さく形成された透光性カバーと、前記透光性カバーにおける前記多層配線層
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に対向する面の周部から前記基板側に枠状を有して延出され、延出端が前記基板の前記主
面における前記多層配線層の非形成領域に水密に当接することにより、前記多層配線層の
外周側面を保護する側面封止部材と、を具備する撮像装置、を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、絶縁層の外周側面を保護することにより、絶縁層の損傷を防ぐととも
に絶縁層を介した水分の浸入を防止することで耐湿性を向上させることによって、信頼性
の高い撮像装置、該撮像装置を具備する内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施の形態の撮像装置の構成を概略的に示す平面図
【図２】図１中のII－II線に沿う撮像装置の断面図
【図３】撮像素子毎に受光部及び周辺回路部が形成されたイメージセンサウエハを示す断
面図
【図４】図３のイメージセンサウエハの絶縁層において、撮像素子毎に金属層よりも外側
の領域を除去した状態を示す断面図
【図５】図４のイメージセンサウエハの主面及び多層配線層上に、側面封止部材が一体的
に形成された透光性カバーガラスウエハを貼着した状態を示す断面図
【図６】図５のイメージセンサウエハに、撮像素子毎に貫通孔を形成した状態を示す断面
図
【図７】図６のイメージウエハに形成された貫通孔に貫通配線が形成され、貫通配線に裏
面電極が電気的に接続された状態を示す断面図
【図８】図７のイメージセンサウエハに透光性カバーガラスウエハが貼着されたものが分
断され、個々の撮像装置が形成される状態を示す断面図
【図９】図２の多層配線層と、透光性カバーとの間に間隙を設けた変形例を示す断面図
【図１０】第２実施の形態の撮像装置の構成を概略的に示す断面図
【図１１】図１０の多層配線層と透光性カバーとを接着する接着剤中に、間隙を設けた変
形例を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、図面は模式的なものであり
、各部材の厚みと幅との関係、それぞれの部材の厚みの比率などは現実のものとは異なる
ことに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【００１８】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の撮像装置の構成を概略的に示す平面図、図２は、図１中のII－
II線に沿う撮像装置の断面図である。
　図１、図２に示すように、撮像装置１は、基板２と多層配線層７とから主要部が構成さ
れた撮像素子１５を具備している。
【００１９】
　基板２には、主面である第１の面２ｉの略中央に受光部３が形成されているとともに、
第１の面２ｉにおいて、該第１の面２ｉを平面視した状態において受光部３を囲む４方の
周辺位置に周辺回路部４が形成されている。尚、周辺回路部４としては、シフトレジスタ
、出力アンプ、Ａ／Ｄ変換器及びメモリー回路等が挙げられ、必要に応じて４方のうち２
方または３方の周辺位置に形成してもよい。
【００２０】
　また、基板２の第１の面２ｉ上に、多層配線層７が積層されている。図２に示すように
、多層配線層７は、受光部３及び周辺回路部４と電気的に接続された複数層からなる金属
層６と、該金属層６間を絶縁する絶縁層５とから構成されているとともに、図１に示すよ



(5) JP 6146976 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

うに、第１の面２ｉを平面視した際、少なくとも受光部３及び周辺回路部４を覆う大きさ
であって、かつ基板２よりも外形が小さい大きさに形成されている。
【００２１】
　尚、金属層６を構成する材料としては、従来から用いられているＡｌの他、配線抵抗が
Ａｌよりも小さいＣｕ等が挙げられる。
【００２２】
　また、絶縁層５を構成する材料としては、従来から用いられているＳｉＯ２系の膜の他
、さらに層間容量を低減させるためには上述したＬｏｗ－ｋ絶縁膜等が用いられる。この
Ｌｏｗ－ｋ絶縁膜は、比誘電率（ｋ）が３．９以下であり、３．０以下であるのが好まし
く、２．７以下であればさらに好ましい。具体的には、フッ素ドープシリコン酸化膜（Ｓ
ｉＯＦ／ＦＳＧ）、炭素ドープシリコン酸化膜（ＳｉＯＣ）、水素含有ポリシロキサン（
ＨＳＱ）系、メチル含有ポリシロキサン（ＭＳＱ）系、有機系（ポリイミド系、パリレン
系、テフロン（登録商標）系）等を用いたり、多孔質（ポーラス状）材料やエアギャップ
（空隙）を有する形態等の絶縁膜を用いたりするのがよい。
【００２３】
　また、多層配線層７の基板２に接する面とは反対側の面（以下、上面と称す）７ｉにお
いては、金属層６の一部に対向する絶縁層５が除去されていることにより、金属層６の一
部が電極パッド６ｐとして露出されている。尚、電極パッド６ｐは、撮像装置１と外部装
置とを電気的に接続する際、用いられる。
【００２４】
　また、基板２において、第１の面２ｉを平面視した際、周辺回路部４の幅方向Ｈの外側
の領域、具体的には金属層６と重畳する領域に、基板２を高さ方向Ａに貫通する貫通孔２
ｋが形成されている。
【００２５】
　貫通孔２ｋの内周面には、該貫通孔２ｋを介して金属層６と電気的に接続される貫通配
線１１が形成されている。尚、貫通配線１１と基板２との間には図示しない絶縁膜が形成
され、貫通配線１１と基板２とは電気的に絶縁されている。貫通配線１１は、基板２の第
１の面２ｉとは反対側の第２の面２ｔまで引き出されており、第２の面２ｔまで引き出さ
れた部位に、撮像装置１を外部装置と接続するための裏面電極１２が電気的に接続されて
いる。このことにより、本構成においては、電極パッド６ｐは、金属層６及び貫通配線１
１を介して裏面電極１２と電気的に接続されている。
【００２６】
　尚、電極パッド６ｐから延出される配線は、貫通孔２ｋを介した貫通配線１１に限らず
、電極パッド６ｐに電気的に接続される後述するＴＡＢ基板５５のインナーリード５３（
いずれも図１０参照）であっても構わない。
【００２７】
　また、多層配線層７の上面には、該多層配線層７よりも外形が大きく形成されていると
ともに、基板２の外形と同じ大きさまたは基板２の外形よりも小さく形成された透光性カ
バー１０が図示しない樹脂材料、例えば接着剤を介して貼着されている。尚、透光性カバ
ーは、無機材料、例えばガラス材料から構成されている。
【００２８】
　さらに、透光性カバー１０における多層配線層７の上面７ｉに対向する面１０ｔの周部
に、面１０ｔから基板２側に凸状に延出される、透光性カバー１０よりも外形が小さく形
成された枠状の側面封止部材１０ｚが固定されている。
【００２９】
　尚、本実施の形態においては、側面封止部材１０ｚは、透光性カバー１０と一体的に形
成されている。この場合、側面封止部材１０ｚは、透光性カバー１０と同じ無機材料であ
るガラス材料から構成されている。
【００３０】
　しかしながら、側面封止部材１０ｚは、透光性カバー１０に接合される別体であっても
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構わない。この場合、側面封止部材１０ｚは、水分が透過しない無機材料、例えばシリコ
ン材料から構成されていれば良い。
【００３１】
　側面封止部材１０ｚは、延出端１０ｚｅが、基板２の第１の面２ｉにおける多層配線層
７の非形成領域２ｖ、即ち、多層配線層７が基板２よりも外形が小さく形成されているこ
とにより、基板２の第１の面２ｉが露出された領域２ｖに水密的に当接されている。
【００３２】
　尚、延出端１０ｚｅは、非形成領域２ｖに対して、既知の陽極接合により接合されてい
る。勿論、延出端１０ｚｅは、非形成領域２ｖに接着剤を介して接着されていても構わな
い。
【００３３】
　また、側面封止部材１０ｚの内周面１０ｚｓは、多層配線層７の外周側面、即ち絶縁層
５の外周側面５ｇに樹脂材料、例えば接着剤を介して貼着されている。尚、内周面１０ｚ
ｓは、外周側面５ｇに当接及び接着されていなくても構わない。
【００３４】
　側面封止部材１０ｚは、延出端１０ｚｅが非形成領域２ｖに水密的に当接していること
により、外周側面５ｇを封止することで外周側面５ｇが露出されるのを防ぐ、即ち外周側
面５ｇを保護することによって、多層配線層７に外部から水分が浸入するのを防ぐ部材で
ある。
【００３５】
　次に、上述した撮像装置１の製造方法について、図３～図８を用いて簡単に説明する。
【００３６】
　図３は、撮像素子毎に受光部及び周辺回路部が形成されたイメージセンサウエハを示す
断面図、図４は、図３のイメージセンサウエハの絶縁層において、撮像素子毎に金属層よ
りも外側の領域を除去した状態を示す断面図である。
【００３７】
　また、図５は、図４のイメージセンサウエハの第１の面及び多層配線層上に、側面封止
部材が一体的に形成された透光性カバーガラスウエハを貼着した状態を示す断面図、図６
は、図５のイメージセンサウエハに、撮像素子毎に貫通孔を形成した状態を示す断面図で
ある。
【００３８】
　さらに、図７は、図６のイメージウエハに形成された貫通孔に貫通配線が形成され、貫
通配線に裏面電極が電気的に接続された状態を示す断面図、図８は、図７のイメージセン
サウエハに透光性カバーガラスウエハが貼着されたものが分断され、個々の撮像装置が形
成される状態を示す断面図である。
【００３９】
　先ず、図３に示すように、シリコン等から構成されたイメージセンサウエハ２００の第
１の面２００ｉに対して、撮像素子１５毎に受光部３と周辺回路部４とをそれぞれ形成し
た後、第１の面２００ｉ上に、多層配線層７を形成する。
【００４０】
　次いで、図４に示すように、多層配線層７の絶縁層５において、撮像素子１５毎に周辺
回路部４、より具体的には金属層６よりも外側の領域を周状に除去する。尚、絶縁層５の
除去は、レーザーグルービングや、ダイシングブレードによるハーフカットダイシングや
、エッチング等により行われる。
【００４１】
　次いで、無機材料から構成された透光性カバーガラスウエハ１００を用意した後、透光
性カバーガラスウエハ１００をエッチングすることにより、多層配線層７上に透光性カバ
ーガラスウエハ１００を貼着した際、図４において絶縁層５が除去された部位に嵌入し、
絶縁層５が除去されることによりイメージセンサウエハ２００の第１の面２００ｉにおい
て露出された部位２００ｖに当接されるとともに、撮像素子１５毎に絶縁層５の外周側面
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５ｇを保護する枠状の側面封止部材１００ｚを形成する。
【００４２】
　尚、側面封止部材１００ｚを透光性カバーガラスウエハ１００とは別体に形成する場合
は、例えば透光性カバーガラスウエハ１００に無機材料から構成されたシリコンウエハを
貼着し、該シリコンウエハをパターニングすることによって、シリコンから構成された側
面封止部材１００ｚを形成しても良い。
【００４３】
　次いで、図５に示すように、透光性カバーガラスウエハ１００を、多層配線層７上に貼
着するとともに、側面封止部材１００ｚを、図４において絶縁層５が除去された部位に嵌
入し、側面封止部材１００ｚの延出端１００ｚｅを第１の面２００ｉの部位２００ｖに水
密的に当接させるとともに、既知の陽極接合により部位２００ｖに接合する。この接合と
同時に、側面封止部材１００ｚの内周面１００ｚｓも、絶縁層５の外周側面５ｇに接着剤
を介して貼着する。
【００４４】
　尚、上述したように、側面封止部材１００ｚが、透光性カバーガラスウエハ１００と別
体の場合は、延出端１００ｚｅは、部位２００ｖに対して接着剤により貼着する。
【００４５】
　その後、図６に示すように、イメージセンサウエハ２００において、撮像素子１５毎に
、第１の面２００ｉを平面視した際、周辺回路部４の幅方向Ｈの外側の領域、具体的には
金属層６と重畳する領域に、イメージセンサウエハ２００を高さ方向Ａに貫通する貫通孔
２００ｋを形成する。
【００４６】
　次いで、図７に示すように、貫通孔２００ｋ及びイメージセンサウエハ２００の第２の
面２００ｔに貫通配線１１を形成し、第２の面２００ｔに位置する貫通配線１１の部位に
、金属層６、貫通配線１１を介して電極パッド６ｐと電気的に接続される裏面電極１２を
形成する。尚、貫通配線１１と基板２との間には図示しない絶縁膜が形成され、貫通配線
１１と基板２とは電気的に絶縁されている。
【００４７】
　最後に、例えばダイシングにより図７の構造体を、イメージセンサウエハ２００及び透
光性カバーガラスウエハ１００の端面以外における側面封止部材１００ｚが形成された位
置で分割することにより、図８に示すように、複数の撮像装置１が形成される。
【００４８】
　このように、本実施の形態においては、多層配線層７が基板２よりも外形が小さく形成
されており、このことにより基板２の第１の面２ｉに形成された多層配線層７の非形成領
域２ｖに、側面封止部材１０ｚの延出端１０ｚｅが水密的に当接されることにより、基板
２の多層配線層７における絶縁層５の外周側面５ｇは、水分が透過しない無機材料から構
成された側面封止部材１０ｚによって封止されて保護されていると示した。
【００４９】
　このことによれば、絶縁層５の外周側面５ｇは、水分が透過しない無機材料から構成さ
れた側面封止部材１０ｚによって保護されていることから、絶縁層５が外部に露出されて
しまうことが無いため、製造工程において取り扱いが容易になる他、内部に外部から水分
が浸入してしまうことがないため金属層６の腐食を防ぐことができる。
【００５０】
　尚、以上の効果は、絶縁層５がＬｏｗ－ｋ絶縁膜から構成されている場合において特に
有効であり、絶縁層５の剥離や絶縁層５の誘電率の変化をより効果的に防ぐことができる
。
【００５１】
　以上から、絶縁層５の外周側面５ｇを保護することにより、絶縁層５の損傷を防ぐとと
もに絶縁層５を介した水分の浸入を防止することによって耐湿性を向上させることにより
信頼性の高い撮像装置１、内視鏡を提供することができる。
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【００５２】
　尚、以下、変形例を、図９を用いて示す。図９は、図２の多層配線層と、透光性カバー
との間に間隙を設けた変形例を示す断面図である。
【００５３】
　上述した本実施の形態においては、透光性カバー１０の面１０ｔは、多層配線層７の上
面７ｉに接着されていると示した。
【００５４】
　これに限らず、図９に示すように、側面封止部材１０ｚの高さ方向Ａの高さを、多層配
線層７よりも高くすることにより、多層配線層７の上面７ｉと透光性カバー１０の面１０
ｔとの間にキャビティとも呼ばれる間隙が形成されていても構わない。間隙を設けること
により、受光部上に形成されたマイクロレンズの集光効果を高め、撮像素子の感度を向上
させることができる。
【００５５】
（第２実施の形態）
　図１０は、本実施の形態の撮像装置の構成を概略的に示す断面図である。
【００５６】
　この第２実施の形態の撮像装置の構成は、上述した図２に示した第１実施の形態の撮像
装置と比して、側面封止部材が樹脂材料から構成されている点が異なる。
【００５７】
　よって、これらの相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付
し、その説明は省略する。
【００５８】
　図１０に示すように、本実施の形態の撮像装置１’においては、側面封止部材５０ｚは
、多層配線層７の上面７ｉ全面に対し、透光性カバー４０の面４０ｔを接着する樹脂材料
から構成された接着剤５０と同一材料から構成されている。
【００５９】
　側面封止部材５０ｚは、上述した側面封止部材１０ｚと同様に、基板２の第１の面２ｉ
における多層配線層７の非形成領域２ｖ、即ち、多層配線層７が基板２よりも外形が小さ
く形成されていることにより、延出端５０ｚｅが、基板２の第１の面２ｉが露出された領
域２ｖに水密的に当接されていることにより、絶縁層５の外周側面５ｇを封止することに
よって、外周側面５ｇが露出されるのを防ぐ、即ち外周側面５ｇを保護することにより、
多層配線層７に外部から水分が浸入するのを防ぐ部材を構成している。
【００６０】
　尚、接着剤５０を構成する樹脂としては、フッ素系樹脂等の低透湿性材料が挙げられる
。また、側面封止部材５０ｚは、接着剤５０と別体に形成されていても構わない。即ち、
接着剤５０とは異なる低透湿性材料から構成された樹脂材料によって形成されていても構
わない。
【００６１】
　また、本実施の形態の撮像素子１５’においては、電極パッド６ｐには、撮像素子１５
’の外周側面に沿って位置するＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ
）基板５５から延出するとともに中途位置が略９０°折り曲げられたインナーリード５３
の先端が電気的に接続されている。このことにより、ＴＡＢ基板５５を介して撮像装置１
’は外部装置と電気的に接続自在となっている。
【００６２】
　尚、本実施の形態においても、上述した第１実施形態のように、貫通配線１１を用いて
撮像装置１’を外部装置と電気的に接続する構成を有していても構わない。
【００６３】
　尚、その他の撮像装置１’の構成は、上述した第１実施の形態の撮像装置１の構成と同
じである。
【００６４】
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　次に、上述した撮像装置１’の製造方法について簡単に説明する。
【００６５】
　先ず、上述した図３に示すように、シリコン等から構成されたイメージセンサウエハ２
００の第１の面２００ｉに対して、撮像素子１５毎に受光部３と周辺回路部４とをそれぞ
れ形成した後、第１の面２００ｉ上に、多層配線層７を形成する。
【００６６】
　次いで、上述した図４に示すように、多層配線層７の絶縁層５において、撮像素子１５
毎に金属層６よりも外側の領域を周状に除去する。
【００６７】
　その後、本実施の形態においては、イメージセンサウエハ２００を、該イメージセンサ
ウエハ２００の端面以外における多層配線層７の非形成領域において、例えばダイシング
によって分割することにより、複数の撮像素子１５’を形成する。
【００６８】
　次いで、各撮像素子１５’の電極パッド６ｐに、ＴＡＢ基板５５から延出されたインナ
ーリード５３の先端を電気的にそれぞれ接続した後、インナーリード５３を折り曲げて、
ＴＡＢ基板５５を、撮像素子１５’の外周側面に沿って位置させる。
【００６９】
　その後、接着剤５０を介して、多層配線層７の上面７ｉに透光性カバー４０の面４０ｔ
を貼着する。
【００７０】
　この際、接着剤５０は流動し、図４において絶縁層５が除去された部位に流れ込む。最
後に、接着剤５０を硬化させると、図４において絶縁層５が除去された部位に流れ込んだ
接着剤５０の部位が側面封止部材５０ｚとなり、延出端５０ｚｅが、基板２の第１の面２
ｉが露出された領域２ｖに水密的に当接されていることにより、絶縁層５の外周側面５ｇ
を封止することによって外周側面５ｇが保護される。
【００７１】
　このように、側面封止部材５０ｚに対し、多層配線層７の上面に透光性カバー４０の面
４０ｔを貼着する接着剤５０や、接着剤５０とは異なる樹脂材料を用いたとしても、上述
した第１実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７２】
　さらには、樹脂材料の流動性を利用して、インナーリード５３を撮像装置１’に埋め込
むことができることから、インナーリードを強固に固定することができる。
【００７３】
　尚、以下、変形例を、図１１を用いて示す。図１１は、図１０の多層配線層と透光性カ
バーとを接着する接着剤中に、間隙を設けた変形例を示す断面図である。
【００７４】
　上述した本実施の形態においては、多層配線層７の上面７ｉ全面に透光性カバー４０の
面４０ｔが接着剤を介して貼着されていると示した。
【００７５】
　これに限らず、図１１に示すように、多層配線層７の上面７ｉにおいて、少なくとも一
部、具体的には、受光部３との非重畳領域７ａのみに塗布された接着剤５０を介して、多
層配線層７の上面７ｉと透光性カバー４０の面４０ｔとが貼着され、多層配線層７におけ
る受光部３と重畳する領域７ｂと透光性カバー４０との間に、キャビティとも呼ばれる間
隙が形成されていても構わない。間隙を設けることにより、受光部上に形成されたマイク
ロレンズの集光効果を高め、撮像素子の感度を向上させることができる。
【００７６】
　尚、上述した第１～第２実施の形態に示した撮像装置は、例えば医療用または工業用の
内視鏡に設けられる他、医療用のカプセル内視鏡に設けられていても構わないし、内視鏡
に限らず、カメラ付き携帯電話や、デジタルカメラに適用しても良いことは云うまでもな
い。
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【符号の説明】
【００７７】
　１…撮像装置
　１’…撮像装置
　２…基板
　２ｉ…基板の第１の面
　２ｖ…基板の第１の面の多層配線層の非形成領域
　３…受光部
　４…周辺回路部
　５…絶縁層
　５ｇ…絶縁層の外周側面
　６…金属層
　７…多層配線層
　７ａ…多層配線層の受光部との非重畳領域
　７ｂ…多層配線層の受光部と重畳する領域
　１０…透光性カバー
　１０ｔ…透光性カバーの多層配線層に対向する面
　１０ｚ…側面封止部材
　１０ｚｅ…側面封止部材の延出端
　２５…間隙
　４０…透光性カバー
　４０ｔ…透光性カバーの多層配線層に対向する面
　５０…接着剤
　５０ｚ…側面封止部材
　５０ｚｅ…側面封止部材の延出端
【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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